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図3 ダイヤモンドレクテナの入出力波形（実験値） 
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ダイヤモンドはワイドギャップ半導体の一つであり、高い絶縁破壊電界（EBR）や高いキャリア移動度(μ)を有する

（表１）。そのため、ダイヤモンド素子は高周波、大電力が必要な衛星などの宇宙応用に、半導体のなかで最も適し

ており、期待されている（図１）。我々はこれまで、高周波電力応用を目的にダイヤモンド FET を作製し、ドレイ

ン電流(IDS) 1.35 A/mm、 遷移周波数(fT) 45GHz、最大発振周波数(fMAX) 120 GHz、1GHzでの高周波電力密度 （Pout）

2.1 W/mmと優れた特性を報告してきた。 

一方、最近では高エネルギーを遠くまで伝送する無線電力伝送が注目されており、我々は上記の送電用のダイヤモ

ンド FETだけではなく、受電側の装置のレクテナ応用にダイヤモンドを用いることを考え、理論計算を行った。そ

の結果、図２に示すように、半導体のなかで、ダイヤモンド素子が最も高効率になることがわかった。

つぎに 2 個のダイヤモンドショットキーバリアダイオード（SBD）を使用したデュアルダイオード回路を使ったレ

クテナを試作した。実験で得られた入力と出力の波形（電圧の時間依存性）を図３に示す。周波数 10 MHz、振幅 9 

Vの高周波が約 4 Vの DCに変換されていることがわかる。これから 2個のダイヤモンド SBDで構成されたレクテ

ナで高周波を DCに変換できることを実証した。  
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図4 試作したレクテナ回路の(a) 構成，(b) 入出力特性(時間波形)
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図1 デバイス構造と等価回路

図2 計算結果．(a) RF-DC変換効率の動作電圧依存性，
(b) 最大RF-DC変換効率とその動作電圧の関係．
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表 1 半導体の電子物性値の比較 図 1 ダイヤモンドの高周波電力応用の可能性 

図 2 レクテナの最大変換効率（理論値） 
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